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はじめに {0001}Ga 面[1]及び N 面上[2] GaN 中 C 濃度のステップ速度 Vstep依存性は，キンク偏

析モデルあるいはステップ端偏析モデルを用いて定量的に再現できた[3]。今回，m面上 GaN中 C

濃度の Vstep依存性[4]に関して，両モデルに基づき解析したので報告する。 

キンク偏析モデル キンク位置及びステップ端位置における C 濃度の平衡値をそれぞれ Nkink，

Nstepとすると，ステップフロー成長する GaNエピタキシャル成長膜中の C濃度 N，ステップ端位

置における C濃度が Nstepに達するまでの時間 τstep，成長表面内の格子定数 aの間に 

ln (Nkink − N) = ln (Nkink − Nstep) − (τstep/a) Vstep．                       (1) 

なる関係が成立する[3]。Ga 面上及び N面上の実験結果の場合，式(1)の相関係数を極大化する Nkink

が存在し，その Nkinkを用いて他のパラメータを決定できた[3]。ところが，m 面上の実験結果は，

式(1)の相関係数が Nkinkとともに単調増加し(Fig. 1)，キンク偏析モデルでは再現困難であった。 

ステップ端偏析モデル τstep が，キンク位置で固相に取り込まれた C 原子がステップ端位置を経

由して表面位置へ移動する平均時間 τ に比較して十分に短い場合，N は表面位置における C 濃度

の平衡値 Nsurf，固相における Cの拡散係数 Dを用いて，次式で与えられる[3]。 

N = Nsurf + (Nstep − Nsurf) exp(−D / Vstep a)．                       (2) 

D = 2×10-13 cm2/s (@ 1000℃[4]−1100℃[2]) を仮定することにより，実験結果を再現できた(Fig. 2)。 

検討 上記 D は，C イオン注入後 1450℃アニールした GaN において報告された D ≦ 2×10-13 

cm2/s [5]と同等なことから，ステップフロー成長する GaN エピタキシャル成長膜中の C 偏析は，

Ga 面，N 面，m 面のいずれにおいても，ステップ端偏析モデルにより記述できると考えられる。 

 当日は，ステップ端偏析モデルにより m面上 GaN中 O濃度の Vstep依存性[4]を解析した結果[6]

に関しても報告する。 
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